
頸濾

■･･■喪率欒



慾:三､

いつでも,

は,キーデ′

⑲体
で軌獲れとでもコミュニケーションができるユピキタス情報社会を迎えつつある｡日立グループ
で奉る半導体として,大容量フラッシュメモリ,B山･etOOthチップセット,携帯電話用アプリケ

-ションプロゼ学サ,高低膵トZTATマイコン,接触･非接触ICカード用マイコンなどをそろえ,インテリジェント
チップソリュ⊥琴ヨンの捷案を通じて,豊かな社会の実現に貢献していく｡

大容量1GピットAG･AND フラッシュメモリと
■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■●●●●●●●●●●■■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■●●●●●●●■●●●●

メモリ管理機能搭載superAND

半導体に限らず,さまざまな製品で,機能･性能卜価格のバラ

ンスが重要である｡半導体メモリでは,ビット単価の優れた製

品が主流になる傾向があり,フラッシュメモリでも,このような傾

向が見えてきた｡現在の主流は,｢NOR型+と呼ばれるバイト単

位のアクセスを基本としたフラッシュメモリである｡比較的サイズ

の小さいプログラム保管が主用途であるため,コストと容量面で

市場要求を満たしている｡しかし,携帯電話などでも動画を扱う

現在では,バイト単位よりも大きいブロック単位のアクセスでビット

単価に優れ,大容量品の実現が容易な｢AND/NAND型+と

従来のAND型フラッシュメモリセルIAG-AND型フラッシュメモリセル

[:こ巨亘戸て∈亘二][画

STI STl

□[二表口[迷][二表口[主』[重訂

ヽ ′
フィールドアイソレーション

注:碕語説明【まかWL(WordLjne),STl(Shal10WTrenchlsola†ion)

FG(Floatin9Gate),AG(AssistGate)

STlとAGは.メモリセル間の絶縁

フラッシュメモリセルの構造比敢

Ultra DMA

[璽
メモリ

インタフェース

フラッシュメモリ用

ハードウァア･ソフトウェア

･セクタ管理

●ビットエラー訂正

･書き換え風致平準化

[重要

フラッシュメモリ

呼ばれるフラッシュメモリが,その需要の一部を担い始めている｡

日立製作所は,独自の回路･プロセス技術により,AND型

フラッシュメモリの製品化を行ってきた｡今回,新技術のAG-

AND(Assist Gate-AND)型により,大容量･高速の1Gビット

品を開発した｡

また,従来のAND型フラッシュメモリでは,不良セクタ管理や

エラービット訂j‾E,書き換え回数平準化などがシステム側に求めら

れていたのに対し,これらの機能を取り込み,使いやすさを大幅

に向上させた｢superAND型+フラッシュメゼノを開発した｡これに

従来のAND型

フラッシュメモリ

工土
ホストでのフラッシュメモリ制御のオーバヘッド軽減

メモリ

インタフェース

〔亘嘲
尊書殊なハードウェアは不要

SuPerAND型

フラッシュメモリ

●セクタ管理

●ビットエラー訂正

･着き換え換激辛準牝

SuPerAND型フラッシュメモリの特徴

より,フラッシュメモリ用ソフトウェアのサイ

ズ縮小,開発期間の短縮が見込める｡

日立製作所は,このように,ビット単

価の低減だけでなく,｢使いやすさの

提案=システムメモリ+としてのアプ

ローチを推進している｡

(量産予定時期:1GビットAG_AND

型フラッシュメモリは2003年6月,

128MビットsuperAND型フラッシュメ

モリは同年3月)

送機能対応フラッシュカード
●■●●●●■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■●●●●●●●●●-●●●●●●●●●●●●■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■●●●●●●●■●●●●●●●●■

PIO(ProgrammedInput and Output)転送,

MultiWord DMA(Direct Memory Access)転送,および

Ultra DMA転送の3種類のデータ転送モードをサポートする

IDEカードを発売した｡

〔主な特徴〕
5

(1)Ultra DMA転送をサポートする

ことにより,高速な書込み(6Mバイト/s)

と読出し(14Mバイト/s)を達成
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(2)データ転送時にCRC(巡回冗長検査)の付加が義務づけ

られているUltra DMAで,従来のフラッシュカードでは対応が

困難であった転送データの信頼性を確保

(発売時期:2002年10月)

〆芸=≡6Mバイト)〕

〔HDD(ATA66)〕

32 64 96 128
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注2:爪か いDEカード(896Mバイト)〕

〟磁叩′〔HDD(ATA66)〕

セクタカウント数(セクタ)

読出し速度(ランダムアクセス)
注3:略語説明 旧E(州egratedDevjce臼ectronics規格),HDD(HardDiscDrjve)

lDEカードのランダム読出レ書込み性能(HDDとの比較)

32 64 96 128

セクタカウント数(セクタ)

書込み速度(ランダムアクセス)
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高速通信システム用シンクロナスSRAM

高速な通信システムの進展に伴い,いっそう高速なSRAMが

求められている｡このため,人力と出力を分離することで従来の

DDR SRAM馴)の最大2倍の性能が得られ,最人転送速度

CPU

QDRSRAM

システムバス～

QDRSRAM

注:略語説明 QDR(QuadDataRate)

SRAM(StaticRandomAccessMemory)

ルータとスイッチのシステム概略構成

覆詔

36Gビノト/sを実現する高速通信システム用QDR*SRAMを開

発した｡この製品は,NPF(Network Processor Forum)で標

準のインタフェースとされ,通信用MPUなとシ＼の接続を可能とする｡

QDR SIミAM救2)は,SRAM主要6社で仕様を策定したもの

で,次世代光通信システムのバッファ･テーブルメモリとしてデファ

クトスタンダードとなってきている｡

(サンプル出荷時期:20()2年5月,量産開始時期:同年10月)

※1)DI)R(Ⅰ)りuble L)atこlIねte)SRAMは,1サイクルで二つのデータの読み書き

が吋能な仕様のメモリである｡

※2)()nRとDnR SlモAMには,CypressSemic()nduct()rC()rp.,Integrated

Dpviccl'eclln〔山gyJnc.,Micr川1TecllnOlogy,Inc.,H木電気株式会社,

SalllSu咽Electr()nicsC(),Ltd.,および日､上製作所が開発した製品の新し

いファミリーを含む｡

*は｢他社螢録商標など+(157ページ)を参憫

Bluetooth対応高機能機器用チップセット

近距離無線通信規格のBluetooth用チップセットとして,

ベースバンド機能搭載マイコン``sH7630''と,高槻披(RF)信号

● 書

■ヰ
Bluetooth対応チップセツドHD157100”(上)どSH7630”(下)

処理IC``HD157100”を開発した｡

マイコンのCPUとして高性能なSuper Hコアを搭載しており,

Bluetoothのアプリケーション層までを1個のマイコン上で実行で

きるのが特徴である｡多彩なインタフェース回路を搭載しており,

オーディオ機器などの用途に適している｡

また,RFイ言号処理ICは電圧制御発振器やフィルタなどを

内蔵させた構成とし,外付け部品を含むトータルでのコスト低減

に寄与する｡

(サンプル出荷時期:2002年10月)

CMOSセンサカメラモジュール

CMOSセンサカメラモジュール"HAM49002”

カメラ機能付き携滞電話や携帯情報端末用の,÷型(0.36cm)

11万画素のCMOSセンサカメラモジュールを製品化した｡

〔羊な特徴〕

(1)高集積化モジュール技術によってCMOSセンサとカメラ信

号処理LSIをコンパクトにワンパッケージ化し,業界最小クラスの

大きさ〔7.0×7,6×4.9(mm)〕

(2)CMOSセンサとカメラ信号処理LSIの最適パラメータ設計

などにより,最低被写体照度101Ⅹ以■F

(3)カメラ信号処理LSIへの16ビノトマイコン内蔵により,露光

制御など複雑かつ多様な画像調整機能にきめ細かに対応し,

撮影するシーンの変化に対応したスムーズな画像処理が可能

(サンプル川荷時期:2002年5月)
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NチャネルパワーMOSFET｢D8･Lシリーズ+

NチャネルパワーMOSFETrD8･Lシリーズ+の"HAT2164H”(左)どHAT2165H”(右)

l半導体モバイルアプリケーションプロ

SH-MobileV(SH7300)の外観

サーバやルータ,通信機器などのDC/DCコンバータ用途に

適した,耐圧30Vで超低オン抵抗(VGS=10V時2.5mntyp.,

VGS=4.5V時3.Omntyp.)(当社従来製品比で40%低減)を

実現しだ`HAT2164H”と,耐圧30Vで高速性を改善〔Ron･

Qgd=24mnnC(VGS=4.5V)〕(当社従来製品比で63%低減)

した"HAT2165H”を製品化した｡

小型薄型面実装パッケージ"LFPAK”〔当社外形コード｡

SOP-8サイズ:4.9×6.1×1.1(mm)〕として業界最高の性能を

持っており,システムの高効率化,小型化,高周波化が図れる｡

耐圧30V以外に20V,40V,100Vのラインアップも同時に開

発中であり,DC/DCコンバータの1次側と2次側同期整流用途

に対応する｡

(サンプル出荷開始時期:2002年7月)

セツサ｢SH･Mobileシリーズ+
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

近年の携帯電話の高機能化(音声,静止画,動画処理など)

に伴い,既存の通信用LSIだけでの処理は限界にきており,

高機能なアプリケーションを処理する専用のプロセッサが求めら

れている｡

そのため,次世代携帯電話用アプリケーションプロセッサ｢SH-

Mobileシリーズ+で,"SH-Mobilel”,"SH-MobileJ'',および

"SH-MobileV''を製品化した｡特に"SH-MobileV''は,今後の

テレビ電話システムの進展を見据え,高性能かつ動画機能を

高めた製品として開発したものである｡

(SH-MobileVの発売予定時期:2003年3月)

256kバイトフラッシュメモリを内蔵した

高性能32ピットシングルチップ｢SuperHマイコン+

ディジタル家電やOA･産業機器などのシステムの高性能化が

急速に進む分野に対応するために,当社従来品比で約2倍の

処理性能を実現したSuperHシリーズ"SH7144F/7145F”を製

品化した｡

65MIPS(50MHz時)のCPU性能と3.3V化による低消費

電力化を図っている｡256kバイトのフラッシュメゼJと多機能タイ

マやシリアルインタフェース,A-Dコンバータなどの豊富な周辺機

能の内蔵により,システム制御だけではなく,JPEGなどのミドル

ウェアの高速実行やメカニカル制御など,従来の専用LSIで処

理していた機能をワンチップで実現し,搭載機器の低価格化を

可能とする｡

(発売時期:2002年7月)

122l _
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256kバイトのフラッシュメモリと8kバイトのRAMを内蔵しだ`SH7145F''のチップ
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1チップTFTカラー液晶表示システムLSl
●●●●●■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●一●●一一●●●●●●●●●●●●●●●-●●●●●●■●●●●●●●●●●■●●●●●●●●●■●●●●●●●●●●●●●■●●■●●●●■●●●●●●●

携帯電話では最大クラスの画面サイズである132×176ピクセ

ルに対応するアモルファスTFTカラー液晶表示システム用LSI

``HD66773”を発売した｡

1チップTFTカラー液晶表示システムLSl"HD66773”チップ〔20.69×2.47(mm))

実表示色数が6万5,000色であることに加え,内蔵ハードウェ

アディザ回路を使用することで最大26万色表示が可能である｡

パネルを含む消費電力は,26万色表示時で3.8mW,8色表示

時で0.9mWとパッシブカラー液晶パネルと同程度の低消費電力

であることから,高品質な画質で低消費電力が求められる携帯

電話システムに適している｡1チップ化により,LSIをガラス下部

にだけ配置して表示位置をガラス中央部にすることが可能とな

るため,液晶パネルのガラスサイズの小型化が図れる｡

(発売時期:2002年7月)

広視野角TFT液晶パネル用TFTドライバ

近年,パソコンのTFT液晶パネルでは大型化,高精細化が

進行し,画面の広視野角へのニーズも高まっている｡また,

CPUの高速化に伴ってCPUと液晶ドライバ間のデータ速度が

速くなっていることから,信号レベルの変化に伴って発生する

EMI(電磁波障害)が問題となっている｡

この人力信号をインタフェース技術の一つであるRSDS*に準

拠した小振幅にすることで,データの変化時に発生するノイズを

低減するドライバ技術を開発した｡また,広視野角対応の液晶

を駆動する電圧を高電圧化できる新規プロセス技術により,出

力電圧16Vまでを実現できるTFTドライバ``HD66356''を開発

した｡この製品により,低EMIを図り,広視野角,高精細の

1,677万色の表示を可能にした｡

(発売時期:2002年3月)

*は｢他社登録商標など+(157ページ)を参照

項 目 仕 様

機能 256階調TFTデータ繰ドライバ

電源電圧
2.7～3.6V(ロジック)

11.0′-16.0V

動作温度 -20～＋75℃

データ入力 合計24本(12対入力)(8ビット×RGB)

液晶表示駆動出力数 384出力

出力精度 ±2mV(オフセットキャンセル動作時)

クロック周波数
85MHz(Vcc=3.0～3.6V)

75MHz(Vcc=2.7～3.0V)

その他の機能

オフセットキャンセル

ドット反転機能

Nライン反転機能

データ反転機能

パッケージ 442ピンCOF,TCP

注:略語説明

TFT(ThinFilmTransjstor)
RGB(Red,Green,Blue),COF(ChiponFilm)

TCP(TapeCarrierPackage)

TFTドライバ"HD66356”の仕様

接触･非接触のデュアルインタフェースを1チップに搭載した
■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■●●●●●●●●●●一●●●●●●●●●●●●一●●●●●●●●●●●■一●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■●●●●●●●●●●●●●●●●●●

lCカード用マイコン｢AE45Xシリーズ+

接敷式ICカードアプリケーション

陵
銀行,クレジットカードSIM,UIMカード

､部接触8カードアプリケーション

陸相瞳
電子乗車券 入道空 電子マネー

デュアルウェイチップ"AE45X

リティCPU

RO柑

ロセ､メサ
能
インタフェース

注:略言吾説明

SIM(Subscribe‖den叫Module),川M(UserldentityModule)

EEPROM(ElectricallyErasab】eandProgrammab】eRead-OnlyMemory)

デュアルウェイ型ICカードの応用例

マイコンを搭載したICカードには,(1)金融分野のクレジットカー

ドやキャッシュカードなどセキュリティが要求される｢接触式カード+

と,(2)電子乗車券,電子マネー,入退室カードなど利便性が

要求される｢非接触式カード+があり,すでに運用が開始されて

いる｡近年,これらの複数の分野で共用される多目的カードへ

のニーズが高まっており,接触式と非接触式の両方式に対応で

きるICカード用マイコンが必要とされてきている｡

そのため,"AE-4”CPUコアをベースに,接触と非接触インタ

フェースを1チップに搭載したデュアルウェイ方式の｢AE45Ⅹシ

リーズ+を開発し,2002年7月から出荷を開始している｡

半導体｡部品｡材料 e〉.
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スプレイ

液晶デイスぎノレイの応用分野は,高画素化･動画対応化により,高画賛モニタ･ノートパソコン･携帯電話･テレビ
などへ拡大して彰lる｡日立グループは,独自のスーパl肝S(･ln･PlaneSwitching)技術をはじめとする最新技

術を駆使して,‾‾′21型モニタ用TFT(UXGA),2.2型携帯電話用TFT-(Q-V･GA),プロジェクタ用0.7型LCOS

(HDTV仕様樋ど,各分野のニーズに対応した液晶ディスプレイを開発し埴奏している｡

モニタ用54cm(21.3型)
●●●●●■●●●●●●●●●●●=●●●●●●●●●●■●●●●●一●●●●●●●●●●●●●‥●●●●●●●●●●●●●●●●●-●●●●●●●●-●●●●●●●●●●‥●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■●

UXGAスーパーTFT液晶ディスプレイモジュール
ーlユ

岡

l亨スプレイ

124J

54cm(21.3型)UXGAスーパーTFT液晶ディスプレイモジュール

液晶モニタは,パソコン市場のニーズに合わせ, いっそうの

大型化･高精細化の傾向にあり,高輝度化への安求も強い｡

これに対応して,従来の超広視野角技術〔S-IPS(SuperIn-

Plane Switching)方式〕に,高開口率技術〔AS-IPS

携帯電 用5.6cm(2.2)

(Advanced S-IPS)方式〕の54cm(21.3型)UXGA(Ultra-

Extended Graphics Array)TFT液晶ディスプレイモジュー

ルを製品化した｡大型製品ながら,薄型･狭額縁化を実現し

ている｡

このモジュールでは,EBU(欧州放送連合)の規格を100%

実現した高色純度のカラーフィルタや,高輝度バックライトなど

の技術を採用している｡

〔主な特徴〕

(1)表示画素数:1,600(水平)×1,200(垂直)

(2)輝度:250cd/mZ

(3)色再現性:100%EBU(72%)

(4)視野角(コントラスト>10):上‾F･左右1700以上

(5)外形サイズ:幅460.6×奥行き25×高さ362(mm)

(6)質量:3,500g

(株式会社日立ディスプレイズ)

(発売時期:2002年12月)

●●●●●●=●●●●=●●=●●●●●●●‥●●●●●●●‥●●●‥●●●●●●●●‥‥●●●‥●‥●●●‥●‥●●‥‥●‥●●●一●●‥●●●●●●‥●●●=●●●●●●●●●=●●●●●●

QVGA低温poly･SiTFT液晶ディスプレイ

インターネット接続やカメラの搭載でモバイルインターネット端

末へと進化した携帯電話では,今後,ますます写真などの高

品位なカラー画像が扱われることから,そこに使用されるデイス

プレイにも高い表示品

位が要求される｡この

ニーズにこたえるため,

5.6cm(2.2型)QVGA

(QuaれerVideoGraphics

Array)低温poly-Si

TFT液晶ディスプレイ

｢日立スーパーファイン

カラー+を開発した｡

RGB切換内蔵回路に

よってドレーンドライバ接続点数を÷とし,従来のTFTでは困

難であった180ppiという高精細を実現したほか,26万表示色

により,忠実な色再現性を可能としている｡さらに,反射･透過

の両特性を持つ半透過構造により,屋内外での良好な視認性,

およびゲート駆動回路内戒による額縁縮小と左右対称性を得

ている｡

〔主な特徴〕

(1)表示画素数:240RGB(水平)×320(垂直)

2)ドットピッチ:0.047(水平)×0.141(垂直)(mm)

3)ドレーンドライバ:HD66776(低温poly-SiTFT専用,

CPU･ディジタルRGBインタフェース対応)

(株式会社日立ディスプレイズ)

(発売予定時期:2003年3月)

5､6cm(2.2型)QVGA低温poly-SiTFT液晶ディスプレイ

半導体･部品･材料
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プロジェクタ･リアプロジェクションテレビ用

1.8cm(0.7

ディジタル放送の普及に伴い,テレビに大画面で豊かな臨場

感を求めるニーズが高まっている｡これに対応し,ビデオプロジュ

クタとリアプロジェクションテレビ用として,1080Pワイド映像の表

示が可能なHDTV(High Definition Television)仕様の

LCOS(LiquidCrystalonSilicon)を開発した｡

この素子では,CMOS回路_Lに形成した画素電極を反射

ミラーとして利用し,TN(Twisted Nematic)液晶とECB

(ElectricallyControlledBirefringence)モードの組合せで,

格子のない滑らかな画像と,動画表示に十分な応答速度を実

現している｡また,1.8cm(0.7型)では,業界最高クラスの精細

度となる207万画素を持ち,拡大投射での臨場感豊かな表示

を可能にしている｡

〔主な特徴〕

(1)表示画素数:1,920(水平)×1,080(垂直)

(2)コントラスト:≧1,000:1

(3)応答速度:6ms(tr＋tf,45℃)

(株式会社日立ディスプレイズ)

(発売時期:2002年12月)

)HDTVLCOS

iヽ gヽ

1.8cm HDTV LCOSモジュール平面外観(上)と3振式プロジェクタ実装による

150cm(60型)投射表示画面例(下)

AS･lPS液晶ディスプレイ

世界に先駆けて日立グループが開発したIPS方式のTFT- する各種製品に適用され,色再現性と視野角拡大を図った

LCDは,広い視野角範囲で色再現性やコントラストが優れた Super-IPS(S-IPS)として好評を得ている｡

液晶ディスプレイである｡この方式は液晶モニタ用途を中心と 今回開発したAS-IPS(Advanced SuperIn-Plane

Switching)液晶ディスプレイは,S-IPSの開口率
(西暦年)

1972

1974

1992

1996

1998

2000

2002

･くし歯電極構造

･TNモード液晶一畳産化

･lPSNmしC(Baur民らによる)

･lPS一丁FT素子構造,材料(日立グループ)

液晶材料共同開発

(メルク社･日立グループ共同)

S一丁FT(lPS)量産(日立グループ)

S-1PS量産(日立グループ)

RGB画素部の写真例

AS-1PS量産(日立グループ)

注:略言吾説明

TN(Twis蛤dNematic),lPSNmLC(】∩-PlaneSwitchjngNematjcLiquidC｢ystaり

TFT(Thin別mTransistor),SイFT(SuperTFT),AS-1PS(AdvancedSupe=PS)

RG8(Red,Green,βlue)

日立グルtプのIPSTFTLCD開発の歴史

を大幅に向上させて高輝度化を図り､さらに高

性能化した画像デバイスである｡適用製品は以

下のとおりである｡

(1)大画面で高精細･高性能が要求される液晶

モニタ用:21.3型UXGA(UltraXGA)

(2)AS-IPS技術に動画対応技術を導入した

液晶テレビ用:20型WXGA

(発売時期:21.3型UXGAは2002年12月,20型

WXGAは同年11月)

半導体｡部訃材料
‾ ‾
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デバイス

メトロ系,J

日立グルー

l通信デバイス

システムの経済性,高速化が求められている｡

この要求にこたえる伝送距離80km,伝送速度10Gピット/Sの光モジュールを開発した｡業界

棲準(MSA)仕様のトランシーパモジュールと,システムの簡略化が図れるアパランシェフオトダイオードモジュール

の2鞘晶である｡

80km伝送10Gピット/s

光トランシーバモジュール

大都市圏の通信網や高速ルータ網で10Gビット/s光トランシ

ーバモジュールの導入が進んでいる｡

米国Telcordia``GR-253-CORE”のLR-2cとITU-T G.691

L-64.2cに完全準拠し,中継器や光増幅器なしで80km伝送

を可能とする製品を開発した｡

送信部には新規に開発した低チャープかつ高出力の変調

器集積化レーザモジュールとオフセット可変型大振幅レーザド

ライバを採用し,高周波基板を介して実装することにより,

80km伝送後の波形劣化を抑制した｡

受信部にも新規に開発した高感度APD(Avalanche

Pbotodiode)プリアンプモジュールを採用することで,80kmの

伝送損失に耐えられる受信感度を達成した｡

モジュールサイズは,幅76×奥行き101×高さ13.9(mm)であ

る｡他社製品との互換性を持つ,MSA(Multi-Source

Agreement)仕様に準拠した各種アラームやモニタなどの機

能も内蔵させた｡

(OPNEXT,Inc.)

(発売時期:2002年10月)
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80km伝送を可能にした10Gピット/S光トランシーパモジュールの外牧

10Gピット/s光通信用
●●●●●●●●●●●■●●●●●●●●●●●●●●●●●■●●■●●●●●●●●●●●●一●●●●●●●●●●●■●●●■●●●●●●●●●●一●一●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

アパランシェフオトダイオードモジュlル

高速無線インターネットの普及により,近郊都市間を結ぶメト

ロ系通信網の大容量化が進められている｡幹線網に比べて

低コスト化や,システム構成を簡略化するための受信モジュー

ルの高性能化が求められている｡このため,80kmの長距離

琴≧§

10Gピット/S光通借用アバランシュフォトダイオードモジュールの外項

12$l
_‾..0..丁

半導体･部品｡材料

光伝送が可能な10Gビット/sアバランシェフオトダイオード

(APD)モジュールを開発した｡

高感度化を図るために,InAIAsを増倍層に用いた新規開

発の構造による広帯域･高増倍率(GIi積※):120GHz)の

APDと,高速SiGe HBT(Heterojunction Bipolar

Transistor)プロセスによる低人力雑音のトランスインピーダンス

型プリアンプICの採用により,波長1.55けmの光信号で受信

感度-28dBmを実現した｡

APDとプリアンプICは,1.Ocm3の小型パッケージ内に集積

化し,気密封止している｡また,モジュール内部温度を検出す

るためのサーミスタを内蔵させた｡

(OPNEXT,Inc.)

(発売時期:2002年8月)

※)増倍率と帯域の積で表されるAPDの性能指標
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自動車には,地 への対応という観点から,

自
駕､
幸

戦海鞄軸戯癖声

いっそうクリーンで高螺苧な駆動システム,安全利便性の向上,

情報化社会への適応蜘められている¢日立グループは,最先端のエレクトロニクス･情報技術,材料デバイス技術
など,グループの轍菅技術力を緒集し,エレクトリックパワートレインシステム,高効率エンジン制御システム,

先進安全システム,車載僧報･道路交通システムなどの開発を進めている｡

テレマテイクスシステム

自動車に情報サービスを提供する｢テレマテイクスシステム+を

開発し,日産自動車株式会社の総合テレマテイクスサービス

｢カーウイングス*+の運用をサポートしている｡

端末

車載一丁端末

◎

カーナビゲーションシステム

携帯電話

携
帯
電
話
網
･

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

システム運用センター

回
口重夏至垂二二]
[二重二二]
[二重垂コ

専用線

カスタマーサポート
センター

ヘルプデスク

専
用

線

司シテンツ遣用

､､セシを｢′
′

⊂至亘コ

亡垂垂コ

′[二三互コ
､.[∋壷コ､
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｢テレマテイクスシステム+の構成

このシステムは,(1)会員･課金管理などを行うシステム運用

センター,(2)ユーザーからの問い合わせを受けるカスタマー

サポートセンター,および(3)情報コンテンツの収集･加工とテス

トを行うコンテンツ適用センターで構成しており,日立製作所は,

これらのセンターの構築と運用を行っているほか,世界初の車

載IT端末への｢ドライブルートアシストサービス+を提供してい

る｡車両機器の開発ノウハウを生かして,情報コンテンツから

端末まで一質したサービスを提供することにより,魅力的な｢テレ

マテイクスサービス+の実現を支援している｡

(サービス開始時期:2002年2月)

*は｢他社登録商標など+(157ページ)を参照

｢ドライブルートアシスト+を えた車載IT端末

2002年2月に発表の｢日産新型マーチ+に搭載された車載

IT端末は,日産自動車株式会社の稔合テレマテイクスサービス

叩

55

19

1.4k川

02:01

音声

車載IT端末の外観と道案内表示例

｢カーウイングス+の車載端末として,同社と株式会社ザナヴイ･

インフォマテイクスが共同で開発したものである｡

｢カーウイングス+のサービスの一つである｢ドライブルートアシ

スト+では,車載端末に大容量の地図データを持たず,コンパク

トフラッシュカードに最小限の地図データを内蔵し,接続された

携帯電話を通じてドライブルートアシスト情報センターから配信

される最新の詳細地図や目的地までのルートなどの情報により,

ナビゲーション機能を実現する｡′ト型画面ながら,わかりやすい

表示とともに,音声認識と合成音で端末操作と道案内をする

機能を持つ世界で初めて商品化された端末である｡

改正亀波法に対応したETC用車載器

登録台数がすでに40万台を超え,着実に普及しつつある

ETC(Electronic TollCollection)システムに閲し,本線上で

のETC決済(フリーフロー)や,駐車場ワァストフード店･ガソリン

ETC用車載器の外tR

スタンドなどでのドライブスルー決済など,将来のDSRC(狭域通

信)アプリケーションの展開と民間利用を視野に入れた改正電波

法,およびそれに伴うARIB(社団法人電波産業会)のSTD

T-75が,2002年4月から施行されている｡

この新規格に準拠した新型車載器を発売した｡これまでと

同様に設置場所を任意に選べるアンテナ分離型とし,かつアダ

プタなしで12/24Vいずれの仕様の自動車にも接続ができる｡

(発売時期:2002年5月)

半導体･部品･材料.二 ;-○-___- r127
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屯動ブレーキシステム
電動ブレーキアクチュエータ

ディスクロ一夕

L___

⊂===>

∈彗重宝重∋
CANパス

コントロールユニット

通常ブレーキ

ブレーキアシスト

配分射1御

ABS/TCS/VDC

ACC

回生協調プレ【キ

42V電源ライン

覇

注:略語説明 ABS(AntトLockBrakeSyslem),TCS(TractionControISystem)

VDC(VehicIeDynamicsControり,ACC(AdapliveC仙seControl)

電動ブレーキシステムの概略構成

l自動車亀動式4輪駆動システム

●

口克製作所,株式会社日立ユニシアオートモーティブ,トキコ

株式会社,および日立電線株式会社は,低燃費と安全性を向

上させる電動ブレーキシステムを共同で開発している｡

この電動ブレーキシステムでは,電磁アクチュエータで各輪独

立に高速･高精度の制動制御が行え,停止距離の短縮,車両

安定制御性の向上などが図れる｡回生ブレーキと協調し,減速

エネルギー回生が可能なこと,また,油圧を使わず,必要なとき

だけ電磁アクチュエータを動作させることにより,燃費の向上に

寄与する｡

後輪をモータで駆動し,専用バッテリを持たず,水冷オルタ

ネ一夕の電力によって必要なときに必要なだけ駆動力を直流

モータでアシストする電動式4輪駆動システムを開発した｡

従来の機械式4輪駆動に比べて質量を30%低減したほか,

フラットフロアが可能であり,2輪駆動時にはクラッチでの機構部

の切り離しによる｢連れ回し+がないので燃費も向上するなどの

特徴を持つ｡寒地実験車による4輪駆動の性能比較では,前輪

が空転し差動が生じてから,後輪に駆動力を伝達するヴイスカ

ス式に対し,前輪が滑り出す前に後輪(モータ)が滑らかに立ち

上がり,安心かつ安全に低什路での発進や旋回ができると高く

評価されている｡

(発売時期:2002年9月)
電動式4輸駆動システムの水冷オルタネ一夕(上段左),駆動用

モータ(上段右),およぴコントロールユニット(下)

42VHEVシステム用小 パワーモジュール

[〓且
SSPM

ノ軍ワ⊥
棚8$町
(トレンヂぬS)

l

プリドライバ

IC

マイコン

インタフェース

通信

インバータモジュール

12魯l

"SSPM”

42VHEV用SSPMのコンセプト
大電流制御の煩わしさを

小型･低損失SSPMで解消

注:略語説明

H∈∨(HybridEl鮎廿旧Vehic】e)

SSPM(Sub名ystemPowerModule)

MOSFET(MelaトOxide-SemjconductorFieldEfFectTransistor)

パワーモジュール``SSPM''の外観と概略構成

≠_①･二‾
.半導体一部品･材料

エコカーを実現する42VHEVシステムでは,モータを駆動す

るために,数百アンペアの大電流を高周波(約10kHz)でスイッ

チングする必要があり,これは,大きな技術課題であった｡これ

を解決するために,大電流制御機能を内蔵した小型･低損失の

パワーモジュール"SSPM”を開発した｡

開発した主な技術は,寄生インダクタンスを極限まで低減した

新構造モジュール,ソフトスイッチング機能,および各種保護機能

を内蔵する専用ICである｡このSSPMは,バッデノ駆動のフォー

グJフトのモータ駆動にも適している｡

(サンプル出荷時期:2002年8月,量産開始予定時期:2003年

10月)
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マルチポイントインジェクション(MPりシステム
●●●●●●●●●●●●●●●●■●■●●●●●●●●●●●●●●●●●■●●-●●●●●●●●●●●●■■●●●●●●●●●●●●●●●■●●●●●●●●●●■●●●●●●●●■■●■■●●●●●●●●●●●■●●●■●●●●●●

深刻化している地球温暖化,大気汚染などの問題に対し,

全世界的に排気規制の強化が進められている｡これらの排気

規制適合のポイントは,始動から始動後の有害成分の排出を

少なくするための燃焼改善と,エンジンから排出された有害成

分を処理する後処理にある｡

これに対応するため,前者では,始動から始動直後に最適

な混合気を供給する装置を,後者では,ニ二元触媒活性化まで

の始動後にHCを吸着,燃焼するHC吸着燃焼触株をそれぞ

れ開発した｡この二つの技術を導入し,燃料やノ烹火時期制御

などを改良したMPIシステムにより,排気規制で最も厳しいと

されている米国のSULEV(Super Ultra Low Emission

Vehicle;かノフォルニア州の排ガス基準)規制に適合した｡

(発売予定時期:2005年)

HC吸着燃焼触媒

＼

川口肥

混合気供給装置/

【亘) ＼エンジン

三元触媒

注:略語説明 HC(Hydrocarbon;炭化水素)

鷲

排気規制対応のMPlシステム

内燃料噴射エンジン用高電圧タイプのインジェクタ

84.5mm

卜､

⊂)

昔+

向
ストレート

質量:75g

偏向噴霧 馬蹄(ばてい)状噴霧

筒内燃料墳射エンジン用高電圧タイプインジェクタ｢ロングノズル+の外朝(上)と

代表的な噴霧形状(下)

自動車による最近の環境問題に対応するため,筒内燃科

噴射エンジン用高電圧タイプのインジェクタ｢ロングノズル+を開発

した｡

このインジェクタでは,小型･小径のグローバルスタンダードの

外観形状とし,エンジンの取り付け自由度を向上させた｡エン

ジンの性能を最大限に発揮させる高圧噴射･最適噴霧形状

は,独自のスワール構造にオリジナルソフトウェアの燃焼解析技

術を駆使して設計したものである｡

(発売予定時期:2003年5月)

統合型AT制 ユニット
●●●●●●●■●●●●■●●●●●●●■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●-■●●●●●-●●●●●■■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■●●●●●●●●●●●●●■●●●●

自動車の乗り心地と燃費を向上させるため,有段自動変速

機や無段自動変速機など多種多様な変速機システムが用いら

れている｡これに供するAT(Automatic Transmission)の

制御ユニットでは,申両との最適な組合せを図るために,さま

ざまな種類のものが必要とされていた｡

今回,これら変速機の機能･仕様および車両側のインタフェ

ースごとの回路構成を見直すことにより,AT制御ユニットを3

種類に統合した｡同時に,高容量フラッシュROM内蔵32ビッ

トCPUを採用し,最適ICによる回路集約化を図ることにより,

高機能･高信頼性･低価格なAT制御ユニットを製品化した｡

(発売時期:2002年4月)

統合型AT制御ユニットの外牡

半導体｡部品｡材料

一

∈
萄
弓

【129



聯亀

鮎卿ノ

材ラ

新材料や新馳草生み出す21世紀の革命的な基盤技術として,ナノテクノロジー(超微細加工技術)が注目さ
れているふ日立劉か-プ臥エビキタス情報社会や健康社会に向けて,情報･エレクトロニクス,エネルギー･環境,

およぴバイオ苧‾クノロジー■関連の材料のブレークスルーを図るため,グループの先端技術を結集するとともに,

産官学連携の耕艶聞発を,積極的に推進している｡

世界最高の熱伝導率を持つ
●●●●=●●●●●●●●==●●●●●●=●●●●●●●●‥●■●●●●●●●●●●-●●●●●●●●●-●●●●●●●●●●●●-●●●●●●●●●●●-●●●●●‥●●●●●●=■●●●●●●●■●●●●●●●●

新規エポキシ樹脂

.1材料

エレクトロニクス機器だけでなく,発電機や電動機などの電

力･電機機器分野でも,機器から発生する熟は増大の一途をた

どっている｡冷却法の改善だけでなく,放熱の障害になっている

樹脂材料の熱伝導寧を根本的に高めることが,機器の高性能

化コンパクト化に必須である｡そのため,樹脂材料中に熱伝導

性に優れる結晶的構造をナノメートルレベルで自己形成する分

子を設計し合成した結果,従来の汎用エポキシ樹脂に比べ,

最高で5倍という世界最高(2001年12月時点)の熱伝導寧を持

つエポキシ樹脂を開発した｡さらに,開発した樹脂内部に存在

するナノメートル構造を透過型電子顕微鏡観察によって直接確

認することに成功した｡

開発した樹脂は,エレクトロニクス基板材科への応用では必

須の特性である低熱膨張性,低吸水性,高い高温弾性率特性

も兼ね備えていることが特徴である｡今後,高放熱性の絶縁材

高周波対応低 屯損失樹脂

衝突防止レづt 家庭
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開発材の利用分野と特性

半導体｡部品｡材料

100

科が強く要望されているエレクトロニクス機器,電力･電機機器

分野での実用化が期待できる｡

(発表時期:2001年12月)

l-････････{

500nm

琴 感
ぬ叫

筆画

非晶構造 結晶的構造

(熱伝導率:低)(熱伝導奉:高)

推定構造模式図
結晶的構造を形成する分子

ト･････････{

20nm

通過型電子確報親観掛こよるナノメートル構造の確罷

間隔ニ＼4nnl

高周波機器の絶縁体に適した易成型性低誘電損失樹脂を

開発した｡

携帯電話やBluetooth,道路交通情報システムなどのディジ

タル通信システムでは,大容量･高速通信を可能とするため,信

号伝送の高周波化が進められている｡高周波伝送は大容量･

高速化に有利である反面,電気信号のエネルギーを絶縁体が

吸収する誘電損失が大きくなり,消費電力や発熱の増大が問

題となっている｡

開発材は,樹脂構造中で伝送時にエネルギーを吸収,消費

する構造的因子を除去した,多官能スチレン化合物をベースと

する樹脂組成物である｡この化合物は比較的低い温度(180℃

以下)での成型･硬化が可能であり,得られる硬化物の特性は,

一般的な絶縁材料であるエポキシ樹脂の去以下の低誘電損失
と高い耐熱性(熱分解温度,ガラス転移温度がともに400℃以

上)を示す｡現在,プリント基板をはじめとする各種形態の絶縁

体に適用を検討している｡

(発売予定時期:2004年4月)
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配線メタルキャップめっき技術高速LSl

LSl配線と断面積式囲

メタルキャップ暦

銅配線

絶縁膜

超高速動作LSIを実現するために,配線システムの高速化を

可能にする無電解めっき技術を開発した｡銅配線上にメタル

キャップ層と呼ぶ拡散防止膜を選択形成することで信号伝送遅

延を最大30%低減でき,ギガヘルツを超える高速配線システム

ヘの対応が可能となった｡

従来は配線材である銅が絶縁膜中に拡散するのを防ぐ目的

で誘電率の高い絶縁性の拡散防止膜を用いていたので,デバ

イス全体の高速伝送に必要な低誘電率化が困難であった｡開

発した新技術では,銅の拡散防止機能を持つ金属材科を無電

解めっきによって選択的に形成し,メタルキャップ層として適用す

ることで,低誘電率化を可能にした｡

(発表時期:2002年6月)

超低損失SiCパワーデバイス技術
l▲ ■ ▲ ▲ ■ ● ■ ● ■ ● ■ ■ ● ■■ ● ● ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ● ● ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●l

電力変換損失の低減が重要視されている｡現用のSi半導体

では理論限界に達しており,これ以上の損失低減は困難な状

況である｡開発したシリコンカーバイト(SiC)は,Si半導体の損失

特性を志以下にできる材料物性倍を持っていることから,優れ

たパワーデバイスを実現できるものとして期待されている｡

現在,日立製作所は,経済産業省のプロジェクトとして新エ

ネルギー･産業技術総合開発機構(NEDO)から新機能素子研

究開発協会を通じて委託を受けたSiC接合FETを開発中であ

る｡独自のスイッチング素子構造(図参照)を考案して2kV接合

FETを試作し,その基本動作を確認した｡

デバイスのコンセプト

SトMOSよりも高速,Si-1GBTよりも低オン抵抗

ユニット

一
鵜野

開発素子の特徴

･完全縦型構造

一超低オン抵抗を実現

･ゲートとソースの重複構造

一徹細チャネルによる高耐圧化

SiC接合FET(電界効果トランジスタ)の特徴

∩‾ェピタキシ

ス

チャネル

子電流

n＋ドレーン

ナノ構造制lによる
●●●●●■●●●●●●●●■●●■●●●●●●●●■●●●●●●●●●●-●●●●●●●●■●●●●●-●●●■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●-●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■●●

ステンレス鋼の高強度化･高靭性化技術

製品の高性能化･高信頼化,リサイクル性向上を目的に,汎

用ステンレス鋼を対象としたナノ構造制御による高強度化･高靭

(じん)性化技術を,新エネルギー･産業技術総合開発機構

(NEDO)からの委託業務の中で,立命館大学および株式会社

超高温材料研究所と共同で開発した｡

従来強化法では靭性を劣化させるが,結晶粒径を従来材の

約志に当たる200～300nmに超微細化することで,靭性を損

なわずに引張強さを従来材の2倍以上に高めた｡製造過程で

ナノ粒子の析出分散制御を行い,結晶粒の粗大化を抑制して

いる｡この開発材は,数キログラムの部材作製が可能であり,

発電･化学プラントなどの小型部材用材科として期待できる｡

(発表時期:2002年3月)
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開発材の引張強書と籾性(衝撃値)
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ホウ素系新超 亀導物質の線材化･コイル化技術

l材料

青山学院大学が発見したニホウ化マグネシウム(MgB2)超電

導物質を用い,独立行政法人物質材料研究機構と共同で,

10m級のテープ状線材を開発し,世界で初めて小型コイルによ

る磁場発生に成功した｡

製作したコイルでは,液体ヘリウム中で105Aの実用的な臨界

電流が得られた｡MgB2は製造工程で熱処理が不要なことから,

1km長さの線材を15～30日で製作することができる｡このた

め,同じ電流容量で比較した場合,製造コストはNbTiのおよそ

半分に低減できると思われる｡今後,線材とコイルの高性能化と

並行して,超電導接続技術やキロメートル級の長尺化技術を確

立することにより,医療用磁気共鳴画像撮影(MRI)装置などへ

の適用が期待できる｡

この研究は,文部科学省科学技術振興調整費による研究

課題｢ホウ素系新超電導物質の線材化基盤研究+の一環として

行ったものである｡

(発表時期:2002年3月)

コイル仕様

MgB2超電導コイルと仕様

高速大容量DVD用集光機能性のナノガラス

線 材 MgB2系金属被覆線

線材サイズ

幅 2.7mm

厚さ 0.3mm

長さ10.1m

絶 縁 セラミックス

巻線内径 38mm

巻線外径 43mm

巻繚高さ 70′mm

タ ー ン 数 80

臨界電流 105A

中心磁場 0.13T

●●●●●●●●●●●●●●■●●●●●●●●●●■●●●一一●●●●●●●●-●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

青色レーザ照射により,屈折率が約40%変化するナノガラス

薄膜を開発した｡この薄膜は,粒径約10nmのコバルト酸化物

の粒子で構成しており,青色レーザが照射されると,屈折率が

数ナノ秒オーダーの超高速で吋逆的に大きく変化する｡このた

め,膜に実効的なレンズが形成されてレーザを集光することが可

能となる｡

この膜を青色レーザ対応のDVDに形成すると,その情報記

録部に照射されるレーザ径が縮小でき,約4倍の高記録密度化

が期待される｡この薄膜を形成した高速大容量DVDでは,2006

年の実用化を目指す｡この研究は,新エネルギー･産業技術総

合開発機構から,社団法人ニューガラスフォーラムへ委託された

｢ナノガラス技術+プロジェクトの中で取り組んだ成果である｡

開発したナノガラス薄膜の

構造(透過電子顔鞍輪写真)

ナノテクノロジー活用による高性能

高電気抵抗セラミックス

1321

軟磁性金属ナノ粒子

ナノコンポジット粒子の組織

‾

0 半導体･部品｡材料

亀磯波吸収体●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●-●●●■-●●●●●●●●●●●一●●●●●●-●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■●●

10nm

携帯電話や無線LAN,高度道路交通システム(ITS)などで

はギガヘルツ帯という高周波数の電磁波が使用されており,今

後ますますその利用が拡大すると予想される｡これらの機器の

回路から発生する電磁波は他の回路や周辺の通信機器などに

悪影響を与えることから,電磁波干渉を防止する電磁波吸収体

のいっそうの高性能化が求められている｡

そのため,軟磁性金属と高抵抗セラミックスをナノコンポジット

化した粒子を用いることにより,従来の2倍の吸収率を持つ電磁

波吸収体を開発した｡今後,情報通信分野や社会基盤分野で,

さまざまな応用展開が期待できる｡

(発表時期:2002年1月)
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摩擦かくはん接合(FSW)装置の高 化
■●●●●●●●●●●■●●●●●●●●●■●●●●●●-●■●●●-●●●●●●-●●■●●●●●●●●●●●●●一●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■●●●●●●●●●●

(a)三次元FSW装置

摩擦かくはん接合(FSW)装置の高度化例

(b)FSWロボット

放射線分解型のポリテトラフルオロエチレン(PTFE)では,融

点近傍の高温に加熱し,不活性ガス雰囲気中で電離性放射線

を照射すると,架橋反応が生じる｡この特性を利用した技術に

ついて,科学技術擬輿事業団から開発委託を受けて検討を進

めた結果,架橋PTFE(ⅩF)では,一般のPTFEに比べて耐

摩耗性と耐クリープ性を大幅に向上できるという新たな特徴を見

いだすとともに,目的とした架橋製造技術を開発した｡

この材料は,パッキンやシール,軸受などのしゅう動分野の応

用に適しているほか,相手材の金属材科を傷つけにくいという

特徴を持つので,相手材の選択肢の拡大が期待できる｡

(日立電線株式会社)

100トLm

はんだ:Sn-3Ag-0.5Cu

ボール寸法:ヰ100l▲m
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直線,曲線,および三次元曲面の接合ができる摩擦かくはん

接合(FSW)装置を開発し,株式会社日立ハイテクノロジーズか

らの販売を開始した｡この装置では,部品のCADデータをNC

制御データに変換するソフトウェアとセットで使用することができる｡

また,溶接ロボットと組み合わせることにより,狭あい部や各種

溶接姿勢に対応できるFSWロボットも開発中である｡

今後,マイクロ部品などの多様な製占占分野のニーズにも対応

できるFSW装置を開発していく｡

(三次元FSW装置の発売時期:2002年9月)

新架橋フッ素樹脂

⑳

⑳

開発材料と応用製品例

BGA/CSP/FC用無鉛はんだボール
_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ▲ _ ▲ ▲ ■ ▲ ■ ■ ■ ■ ■ ▲ ▲ ■ ■ ■ ■ t ● ■● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ●● ● ●

平 均:99.Bl岬

標準偏差:0.20ドr-

最 大:100.121⊥m

最 小:99▲42叩1

9092949698100102104106108110

直径(卜m)

FC(FlipChip)用小径Pbフリーはんだボールと鞄径分布

BGA(BallGridArray)やCSP(ChipSizePackage)の外

部端子用素材となる無鉛(Pbフリー)はんだボールを,UDS

(UniformDropletSpray)法で製造する技術を開発した｡

この方法では,不活性雰囲気中ではんだ洛湯から直接ボー

ルを製造することから,ボールの表面酸化や組成のばらつきを抑

制でき,難加工性のはんだについても製造が可能である｡組成

に関してはPbフリーはんだとして主流となっているSn-Ag-Cu系

合金に加え,Sn-Pb共晶合金と同等の融点を示すSn-Zn系合

金,およびBi,Inを添加した合金も製造している｡標準サイズは

100～760けmであるが,今後需要が見込まれるFC用小径

ボールの開発も進めており,今後50トLmまで小径化を図る｡

(日立金属株式会社)

半導体･部品｡材料
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90nmノード以降のULSl対応
●●●●■●●●●●●●●●●●●●●●■●●●●●一●●●●●●●●■●●●●●●●●●●●●●●●■●●●●●■●●l

半導体素子の高速化･高集積化に伴い,配線材料は従来の

アルミニウム合金から電気抵抗率が約半分の鋼へ,また,層間

絶縁膜ではSiO2膜(比誘電率4～5)から比誘電率3以下の低

誘電率層間膜材料へと適用が変わりつつある｡これらの銅配

線･低誘電率層間朕構造を形成するうえでかぎとなる銅配線の

CMP(Chemical-MechanicalPolishing)技術では,機械的

強度の低い低誘電率層問膜を破壊することなく銅配線を形成

することが求められている｡

今回,研磨時の荷重を極限まで低減しても高速研磨が可能

で,かつ平たん性に優れた鋼配線用研磨剤を製品化した｡こ

配線用研磨剤

の材料により,90nm以降

のULSIの鋼配線と低誘

電率層間際構造を可能に

した｡

(日立化成工業株式会社)

開発した研磨剤を用いて作製した

ULSl(極超大型集積回路)の断面

(MlからM7は飼配線)

写…1

7芯

l材料

1341

高周波用低伝送損失材
●●●●■■●●●●●●■●●●●●●一●●●●●●●●●■●●●●■●●●●●●●■●●●●●

新開発のMCL-LX･67材を使用した通信機器用基板(36屑坂)

半導体パッケージ用高Tg
● ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ● ● ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ▲ ▲ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _.

携帯電話やインターネットなどの利用拡大に伴い,携帯電話基

地局の増設によるルータやサーバなどの需要が増えている｡これ

らに使用される基板材科には信号の伝送損失の少ないものが

強く要求されていることから,伝送損失の低い樹脂を新規に設計

し,高周波回路に適した多層材料"MCL-LX-67,,を開発した｡

この製品は,高周波数帯域で低誘電率･低誘電正接の特性

を持ち,伝送損失を従来製品であるFR-4の÷以下に低減でき

るほか,誘電特性のドノフト性(温度,湿度など)にも優れている

ため,高速処理用の高性能高多層基板に適用でき,今後の需

要増加が期待できる｡

(日立化成工業株式会社)

BGA(BallGridArray)やCSP(ChipSizePackage)など

のパッケージ分野では微細配線化と極薄化が進み,高Tg(ガラ

ス転移温度)で高弾性率,低熱膨張の材料が求められている｡

充てん剤

張材料

ガラスクロス

樹脂.充てん材
新規表面処理

高分散性,高接着性,高耐熱性

有機成分(樹脂)比率低減(無構成分比率:70wt%)

新開発の高Tg低熟膨矧肝`MCL-E-679F”を用いた基砺の断面

‾

⇔､‾._ ‾半導体･部品･材料

このためには,基板材科の樹脂中に無機フィラーを充てんする

ことが有効である｡フィラーを高充てんする場合,凝集によって樹

脂中に不均一な部分が発生し,特性が低下する｡そのため,

独自の樹脂配合技術に加え,フィラーの選定と界面制御技術

(FICS:FillerInterphaseControISystem)により,フィラーの

高充てんを実現した低熱膨張材料"MCL-E-679F,,を開発した｡

MCL-E-679Fは曲げ弾性率が高く熱膨張係数が低いので,

反りやたわみを低減できるほか,実装信頼性とスルーホール信頼

性に優れ,無鉛はんだの使用に適している｡

(日立化成工業株式会社)




